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Cr2O3 は絶縁性反強磁性体であり、結晶構造とスピン配列に起因して電気磁気効果や表面磁化

（boundary magnetization）など、多彩な磁気特性を示す。これらの多彩な物性に起因して、反強磁

性オーダーパラメータの電圧[1]や磁場[2]による制御が可能である。従来の研究では、Cr2O3 の反

強磁性オーダーパラメータを、界面交換結合を介して強磁性層に転写する方式が主流であったが、

2015 年に Pt/Cr2O3 界面において、反強磁性オーダーパラメータを反映するホール効果が生じる可

能性が示唆され[3]、強磁性層フリー薄膜における Cr2O3 層の反強磁性オーダーパラメータの検出

に関する研究が進められている。一方、Pt/Cr2O3界面における異常ホール効果の起源は完全には明

らかにされていない。本研究では、Pt/Cr2O3 薄膜における異常ホール効果の磁場および温度依存性

について検討した。 

試料作製には、DC マグネトロンスパッタリング装置を用いた。α-Al2O3 単結晶基板上に Pt(2 

nm)/Cr2O3(10, 40 nm)/Pt(0-16 nm)薄膜を作製した。作製した薄膜をフォトリソグラフィー法、Ar イ

オンミリングを用いて、幅 5 µm、長さ 25 mm のホール素子に微細加工した。ホール効果測定に

は、スピニング電流ホール測定を用いて、主にデバイス形状の不完全性に由来するホール電圧の

オフセットを低減した。 

図 1 にα-Al2O3(0001)基板上に作製した Pt/Cr2O3(10 nm)積

層膜に対する、残留ホール抵抗（RAHE）の温度依存性を示

す。図には、磁場中冷却後（µ0Hcool = ±2 T）、磁場を除荷

した残留状態で測定した結果を示す。µ0Hcool に応じて残留

RAHE の符号が反転する。RAHE の温度依存性は、Cr2O3 にお

ける界面磁気モーメントの温度依存性 [4]や交換バイアス

磁場の温度依存性[1]と類似しており、異常ホール効果によ

る界面 Cr スピンを検出していることが示唆される。当日

は、RAHEの磁場依存性、Pt バッファー層の効果、軟 X 線磁

気円二色性との関連についても議論する。 
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図 1 Pt/Cr2O3(0001) (10 nm)積層膜

の残留ホール抵抗の温度依存性 
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